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Procedimento per connettere due corpi costituenti parti di un microsistema elettromeccanico, 
fluidico ed ottico, in cui, su un primo corpo (2; 44, 50), viene formata almeno una regione di 
saldatura (9; 45, 51); su un secondo corpo (3; 35), vengono formate almeno una regione 
elettricamente conduttrice (20; 38) avente una prima altezza e almeno una regione spaziatnce (21, 
39) in prossimita della regione elettricamente conduttrice e avente una seconda altezza, inferiore a 
detta prima altezza. II primo e il secondo corpo vengono ribaltati uno suH'altro e vengono saldati 
facendo fondere la reaione elettricamente conduttrice che aderisce alia regione di saldatura e 
coUassa, fino a che la~'sua altezza diventa pari a quella della regione spaziatnce. In tal modo e 
possibile sieillare rispetto all'esterno parti attive o strutture micromeccaniche; autoallmeare i due 
corpi durante I'incollaggio, ottenere un collegamento elettrico fra i due corpi ed allineare 
otticamente due strutture ottiche formate sui due corpi. 




D E S C R I Z I O N E 
del brevett-:» per invenzione industriale 
di STMICP.OELECTRONICS S.R.L. 
di nazionalita i tali ana, 
5 con sede a 20041 AGFATE BRIANZA (MILAI\[0) , VIA C. OLIVETTI 2 

Inventore: ILASTRCMATTEO Ubaldc 200lA 000086 

La p're;-;ente invenzione e relativa ad un procedimen- 

per sigiliare e connettere parti di microsistemi 
10 elettromeccanici , fluidici, ottici e ad uri dispositive 
ci'Si ottenur.c. 

Bene n.ote civei'se soluzioni per ccnnettere fra di 
L-:ro dispcs^tivi forrnati in piastrine ("ch:'.p") diverse. 
'Jna soluzione n:>t--a (indicata come "flip ctiip") p^revede r-. ^' 
15 la connessi one di due o piu p^iastrine, nontate su una ^ 5 



5r..essa scheia a -rircuit-:' starripato, tranite connessioni 
f:-rmate dall::' stesso circuiro stampiato. In un'altra sc- 
luzione^ in-lizata ccme "chip- cc'-chip wire b'jnding" due o 
piu ptiastrino^ scno colle'irate elett r icamente tramite fill 

20 volant i esrendentesi fra coppie di piastrine; in un'al- 
tra sc-luzione ancora, indii::at:a come "chip-on-chip wire 
blinding", una p'rima piastrina .e montata su una seconda 
piastrina, gene ralmente di dimensioni maggiori, e le due 
piastrine s ^no collegate ele ttricamente tramite fill vo- 

25 lanti. 



E»*altra parte, e sempre p-iu sentita la necessita di 
un processo di saldatura e sigillatura tra parti di uno 
stessc' microsistema, dato che I'auinentare della comples- 
sita dei sistemi impone la reali zzazione delle singole 
5 parti dello stesso disp :.si tivo in fette diverse. 

Szopo della presenre invenzione e quelle di rr.ettere 
a disp-jsizicne un p>rocediment-:: che consenta di connette- 
re e s.igillare parti di un dispositive) formate su fette 
diverse . 

10 Seccnd: la presente invenzic-ne viene realizzato un 

procedi.ment: :■ per connettere due ccrpi costituenci parti 
di un mizr-Dsi-SZeriia elet::r Dii.eccarii ro, fluidico ed c::tico, ■; 
3aratt^:;ri zzat:o dhl fatro ii z :-:i;prer:dere le fiisi ii : ^-.'K 
f::'rraare, su un purine c:'ip^o, alineno una regione 

15 elettricainente ccndut'irice avente una p-riina ?^lt:ezza; 

f'jrmare, su detto priino corpiC>, aln.eno una regi.'Dne 
spiaziazr i::e, in pr::S£in;ita di detta regzone eletrrica- 
mente ZDnduttrice, derta regi<jne spaziatrice avendo una 
seconda altezza, :.nferiore a lieLta prima altezza; 

2 0 formal e, su un secondc zorpo, almeno una regione di 

saldarur a ; 

ribalzare uno di detT:i prin3 e seccndc corpo sul- 
I'altrc di detti prime e sec^nic- corpo; 

saldare detta regione elet tr icament e cc-nduttrice a 
25 detta regic-ne di saldatura, facendo rifluire e collassa- 



re detta regione elettricamente conduttrice in mode che 
detra prima altezza diventi pari a detta seconda altez- 
za . 

Inc'ltre, secondc 1 ' invenzic-ne, viene realizzatc un 
5 dispositive formante un microsis nema eleTitrcir.eccanico , 
fluidicc) ed ottico formato da almeno un priiuD ed un se- 
condc corpo saldati fra lore trarnite una struttura di 
cc'nnes5 JL'jnc meccanica ed elettrica, caratter 1 zzat ::> dal 
fatt'i- che detta struttura di connessione meccariica ed 
10 elettrica comprende una'* regione elettricamente ccndur- ^ 
trice saldata fra -ietti due cjrpi ed una regione sp-azis- i'i 
ri'ic^e disp<:sta m }: rossi.niit ii :ii detta regione le tr r .:.c a- Jil " 
mente :::: ndut u r i ce e circcndante una regione attiva ii O " 



let t :• micr-i-sistema elettrcmec r.ar.i'i-o . 




15 Pe2~ una iiiigli:;-re cc^mp rens ione iella p re.?ente in^^en- 

zione, ne vengcnc* ora deszritte fc-rme di rea 1 i z zaz i-ne 
preterite, a pure titolc di esempi-:- non Irmitativc, con 
riferiment-: ai disegni allegaci, nei quail: 

- la figura 1 m:stra una sezi::ne trasversale d-i un 
20 disp:)siriv-j fcrmat-:.) su due fette, prima del Icrc inrol- 

laqgio crcn il prozedimento sezond:- 1 ' i nvenz ic^ne ; 

- la figura 1 mcstra il ^disp'Osi tivo di figura 1, 
dope 1 ' inc::)llag gic; 

- la figura 2 mostra una vista prospett ica , sezio- 
25 nata, del disp'Ositivo di figura 3; 
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- la figura 4 mostra una sezione trasversale di una 
struttura di connessione secondo 1 ' invenzicne durante 
1 * autoallineamento di due parti; 

- la figura 5 mostra la sezione trasversale di fi- 
gura 4, dopo 1 ' incollaggio delle due parti; 

- la figura 6 mostra una sezione trasversale di un 
dispositiv-: di ripo ottico formato in due fette incolla- 
te con proce diment-:- secondo I'mvenzione; e 

- la figura 7 mostra una vista dall'alto su una 
delle due fette di figura 6. 

La figura 1 niostra un det::aglio ii un dispositivo 1 
cc'sri tuent e un micros is t^i^ma eletr romeccanico i:-:regrato e 
fc-rmato da due f^arti, e precisamente una prima parte 
fi'rmata in una prima ferta 2 ed una sec :.nda ]:-arz~ forma- 
ta in una seconda fetta 3. Delle due fette 2, 3 e mo- 
strata solo una porzicne in cui e form.aca una struttura 
di connessione m.eccanica ed elettrica 4 secoiido I'inven- 
zione • 

In deiiraglio, la prima fetta 2 comp-renio un primo 
strato isolante 5 avente una sup-erf icie 5a ed alloggian- 
te una p-rima linea di connessione 6 collegata con la su- 
perficie 5a dello strato isolante 5 tram.ite una prima 
via 7 ed una prima piazzola di CDntarto 8. Al di scpra 
della superficie 5a del primo strato isolante 5 si 
estende una prima regicne di metallizzazione 9 sovrappo- 



sta e in contatto elettrico dirett-i) con la prima piazzo- 
la di contatto 8 . 

La seconds fetta 3 cjirp'renie un second:' strato iso- 
lante 13 avente una sup>erficie 13a ed allcggiante una 
secDnda line a di connessione 14 ccllegata con la super- 
ficie Ija del seccindc* strato isolarite 13 tranite una se- 
ccT'da via 15 ed una seccmia piaszcla di contattD lo. Al 
di scpra delLe sup'erficie 13a del secc^ndo strat:> isolan- 
te 13 SI es:::ende una secorida regione di me tall izzazi-jne 

19 sovrapposta e on con^artc elettrico diretto con la 
seconda p)iazzola ai cc-ntatcc Ic. 

Inclore, supra la superfirie 13a del sec3n:io sLrjxZo 
isc-lante 13 si estendonc unf- regi::ne di "plug" IC re- 
gicni s]: az i rii::i II, In dertajlij, la regicne ai "rdug" 

20 e zorix:^z:.i 3I di scpra e in rr^ntattC' eletrricc diierto 
ccn la sesonda regicne di nietalli^.zazione 19 e preser^ta 
aliezzi inag;~jiore rispetto a lie regioni spaziatrici II. 
La regione di "pdug" 20 ha 1 j scoro di conneotere elet- 
tricamente la prina e la se;:oii:ia regione di .Tiet all .: zza- 
zic-no 9f 19 e deve rifluire dur anze la fase di inccllag- 
gio = "bonding") delle due fette 2, 3 . A tale scope-, 11 
mater iale della regione di "p-lug" 10 deve potere riflui- 
re a temp-eratura suf f icientemente bassa e in atmosfera 
inert e, riducente c- sotto vurt:-. Ai esempic, il materia- 
le della regicne di "plug" 20 e un eutettico basse- 



fondente formate da strati alternati ( tip-icamente di ore 
e di stagno) per un'altezza complessiva di ad esempio 
1 C' \Jiin . 

Le regioni spar.xat rici 21 hanno la funzi-r'ne di di- 
stanziare le fette 2, 3 dopo 1 ' incoJ.laggio, di sigillare 

eventuali parti attive -:• microrneccaniche e di confinar'? 
la regic'ne di "plug" 20. A tale scope, le regic-ni sp-a- 
ziatrici 21 sorio realizzate pref eriljilmente di inateriale 
dielet tr iiirc con car att eristiche tali da resistere alia 
temperatura di incollaggio, essere perf ett amerite pdar-a- 
re, essere isolant-5 elettricc per poter a t tr aver sar e 
e\'eii::uali regioni li rae:: 5illizza.zionc senza crfzare I'orto- 
r.ircuiti. Ad eserrp?i-:,- le regioni spaziatr:.ci 21 p'lssC'n':- 
essere fat*:e di polirReri "spinnati" oome il iT.ateriale 
iicto con la sigla SUE (Shell Upor 8), p'rcdette ialla 
SC'TEC MICROSYSTEMS, o p : I i irrur.i de , ci strati :li p>-:'liineri 
laminati zcia^^ i fogli adesivi ■' "stick f i-ils") fct-jsensi- 
liili, quali. il Riston, :)ppure strati di cssinitruri de- 
piC'Sti a bass a r emp-ej^a tur a . 

Le reci-oni spaziatrici 2 1 p-cs soriC' f'^ire parte -lii una 
urira reqi'i'iie p-resentante un'apertura fDiriuante una cavi- 
ta di ccnfinamento 22 in zorr i sp'ondenza della regiene di 
"plug" 2 0 GpP'Ure essere due regioni distinte adia:::enti 
delimitanti fra lore la cavita di ccnfinamento 22; in 
entrarr±)i i casi, il vc-lume della cavita di c-i^nf inaniento 



21 deve essere maggiore di quello della regione di 
"plug" 2 0 in mcdo da consentire il collasso della regio- 
ne di "plug" 20 stessa durante 1 ' incc-llaggio cosi che le 
forze di adesi'jne del 1 ' eute tt ico al nietallo delle regie - 
5 ni di metallizzazione 1? e le forze di coesione del- 
l*euter::ico garantiscano una sigillatura stat^ile della 
cavita di ronf inamento 22. 

Le due fette 2, 3 vengc'no f abbr I'jate in rr.odo n-i^tc-, 
a s-uconda iei :lisp-: si 1 1 \'i che s:. vcgli-Dno realizzare. In 

10 par t: ice lare, su entramre le superfici 5a e 13a -degli 
st:r:-iti isoIan"^i 5 e 13- ven^^onc' rcrnate le regicni di me- 
cal 1.1 zzazione ^, 1-^, ai esen:p)z: di titanic, nichel o 
oro. C)uindi, ineai^inte ■;pp':'rtune fasz di iep:?sizicn£ e }■ 
mas ::her atura di per ^e ncte, su una delle :iue fettie, •< x 

15 juella piu ccnvenzentc cal ounce di vista del prozes^^o t'^ 
(nell ' esernpzo r:io3trato cn iigura 1, -a ceccnda fecth 3;, 
ven-:jonc' realizzace dap>priit-3 le regicni spaziatrici 21 e 
quindi la regione di "r:lug" 20. 

L ' incollaqgio avvicne quindi av\-icinandD le due 

20 fette 3 e applicand:. una leggera j:ressione a r)ass3L 

temc'er acura (ad esempi: 200'' <:) in xncndo da ptrcvocare un 
debcle "bonding" della regione .dc "pxuc" 20 che aderisce 
alia p^rima regione di metallizzazione 9, in nisura suf- 
ficiente ad iirunobilizzare le due parti. Aumentando poi 

25 la temperatura a quella di fusicne ("reflow") del mate- 
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riale della regicne di "plug" 20 (ad esempici fino a 
300°C), si ottiene il collasso della stessa. Z-i conse- 
guenza, la sup'erficie 5a del prime stratc- isolante 5 ap- 
partenente alia p'rima fetta 2 viene portata a contatto 
con le regioni spaziatrici 21, la cui altezza determina 
quin-ii la sptaziatura fra le due fette 2, 3, r.oiue mc-stra- 
ro in figura 2. 

7il terniiie, la prima regione di connessicne 6 e 
cc ll-jgata ele::t. ri ramente alia sec-jnda regic^ne ii ci'nnes- 
5ione 14; la regi:ne di ^'"plug" 20 e corifina7,a all ' inter- 
iiC' della cavith di cc-nf inamer. to 22. L-i ccnseguenza, la 
regi:«r:e di "p)2ug" 20 e le reji:r:i spaziatrici 21 f-i'Tmanc 
I.-- sT.ruCLura di cinnecsione mercanica ei el*E:t*:rica 4. 

(rrazie alia struttura dd ccnnessicne rae:::cariica ed 
elerr.ricu 4 sopra descritca, e riossirile sigillare ri- 
sr-rC*!-:' al 1 ^ es t errj:* -.ma part:e attiva d:^ ur. dispo^'irivc 
el e^^ronico e/o una struttura micrc-ir.eccanica, cone m^:'- 
stra':..-:> in figura 3, nella quale una prima fetta 25 coni- 
pren::ie un sut^surato 2 6 di Hiateriale seiTLi ron':;ut tore ^ ^id 
esemrjio silici^', sovrastatD parzialmente ::a utiO straiC' 
ai. ossido :ii si.licio 27, rirross:; m una porzii.:ne rentra- 
le, a sua vodta sovrastato da un<..- strato epitassiale 26 
la cui porzione cenrrale definisce una microst ruttura 29 
che e sospesa tramite bracci non mcstrati. ITella zona 
periferica, al di sopra di uno stratc isc-lante non mo- 



strato, nel quale sono formate linee di connessione, pu- 
re nc-n mcstrate, e presente una regione spaziatrice 21 
che circonda c-iinplet amerite la microstrut tura 29 (come 
mostrato solo per meta del dispositive, I'altra meta es- 
sendo simmetrica alia meta mostrata in figura 3). La re- 
gione spaziatrice 21 forma inoltre due cavita di confr- 
namento 21 all'interno delle quali sono p-resenti due re- 
gic-ni di "plug" 20 » Una seconda fetta 30 (mostrata in 
trasp-arenza ) si estenie al di sopra della prima fetta 
25, a contatto cc-n la regione spaziatrice 21 e le regic- 
ni d;. "plug" 2 0; in p.art iccdare, la seconda fetta 30 
compreniie regi;jni di netsili zzazicine 31 estondentisi al 
ii sopra di e in contatto elettrico diret*::: con le re- 
gioni di "plug" 2 0, ncT. jhe linee di c-onnesi-'i-jne eler'zri- 
ca (piure non m':-strate; ccdle aate alie regioiii di metal - 
lizzazi :)ne . 

C-jnf igurando C)pp":-r tunameiite la regic-ne di "plug" 20 
in mc'd^ che <questa circjndi i.-c-midetamente parti attive o 
microm:ec zaniche , e pc-si-ribile garantlre una perfetta si- 
gillatura (anclie sotto^''uoto in ambience zc-nt rollato ) 
di tali part i . 

La srruttura di c r-nness i jne meccanica ed elettrica 
4 descritta c^nsente 1 * aut-o a 1 1 ineamentC' fra due fette 
durante 1 ' inzollaggio, zome mostrato nelle figure 4 e 5. 
Infatti, quandC' I'eutettico viene fusc>, esso e liquid:); 
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in questa condizione, da un lato si generano forze di 
adesic-ne fra il materiale eutettico delle regioni di 
"plug" 20 e le rispettive prime regioni di metallizza- 
zione 9 dall'altro lat-j, la tensione supper f i ciale del 
liquido tende a portarlo in una cc^ndizione di miniino vo- 
lume. SpstandC' lateralmente una delle due fette 2, ? ri- 
spettc all'altra, come mostrato dalla freccia in figura 
5, le regioni di "plug" 2 0 tendono automat icamentead as- 
sumere una forma ali^incirca parallelepipeda (<:■ cilin- 
drica, se le prime e seconde regioni di metall izzazione 
9, 19, scno circolari) ad asse verticale, ovverc- con le 
regic-ni. di merall izzazicrie 9, 19 recipr-C'Cament e allinea- 
te . 

Ccn la presente struttura di connessione mecr.anica 
ed elettrica 4 descritta e possi.bile ottenere un al li- 
neament;: ottlco fra diverse parri nel -rase- di aispiositi- 
vi ottici (co'siddetti M'jEMS, dall'inglese MicrcOpti calE- 
lectrc-Mechani'i-.al Systems), come r:.ostra7.c nelle figure 6 
e 7 . 

In -iettagl ic' , le figure 6 »v 7 mt:-strano un mC'duLc- 
■:tti-::': fDrmato da un primo corp-i' ?:: di vetro {quarzc') 
P'C-rtante, su una sua sup-tE:r f icie^ inferi'ire 35a, uno sp-ec- 
chio 36 e una lente diffrattiva 48 e, su una sua sup'or- 
ficie superiore j'5b, una pluralita di strutture di con- 
nessione meccanica ei elettrica 37 sec-:>ndo 1 ' invenzic ne . 
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Ciascuna struttura di connessione meccanica ed elettrica 
41 comprende, analogamente a quanto sopra descritto, una 
regione di "plug" 38 estendentesi in una cavita di con- 
finaniento 40 formata da regioni spaziatrici 39. Nel- 
I'esempio illustrato, sulla superficie superiore 35b del 
primo corpo 35 sono formate prime regioni di metallizza- 
zione 37 che si estendono lateralmente a partire da ri- 
spettive regioni di "plug" 38 passando al di sotto delle 
regioni spaziatrici 39 che le circondano fino ad zone 
esterne accessibili, in mode da connettere elett ricamen- 
te ciascuna regione di "plug" 38 con I'estern:). Sulla 
superficie superiore j 5k- del prime* corpo 35 e inoltre 
presente una regione netallica 49 dell:: stesso rr.ateriale 
delle regioni di meoallizzazi Dne 37 e operanre come 
sp'ecirhi :> di allineamento . 

Un seconcc cc rp:* 44, di dimensioni infer-iori ri- 
spetto al prinio corp:-:- 35 e di silicio/germani.:-, porta, 
su una sua superficie infer! ore 44a, seconde regioni di 
meoallizzEiZione 4 5 des^^inate ad essere i]icc'll=Loe ad al- 
trettanie regirni di "plug" :- 8 e collegate elert ricamen- 
te a re'ji'jni di. ciTinessione elettrica 46. Inoltre, sulJ.a 
sup-erficie inferi:jre 44a del s*=ccndo corpj 44 e p-resente 
un diode- emettitore di luce 47, realizzato in me>do noto. 

Un terZ'D corpj 50, di dimensioni inferior! rispetto 
al primo CDrp^e* 35 e di materiale semicondutt jre, fe-rma 



un componente cttico e pjorta, su una sua superficie in- 
feri-:.re 5}a, una terza regicne di metallizzazione 51, 
■zon fDrira ad U, destinata ai essere incollate ad una re- 
gicne di "p'lug" 38 di forir.a corrispondent e is.:. veda la 
f L gu r a 7 ) . 

II se rondo cc^rp'O 4^- deve essere incollatc- in in:)d:i 
da essei-e vert icalmente allineatc- alio specchio 36; rl 
cerzi:^ co-rpci 50 deve essere incollato in niodo da essere 
vert icalmente allineato alia lente diffrattiva 48, 

if 

L ' mcollaggi-: del secondo e del terzc. corpo 44, 50 
a'/viene ne 1 riDdD sopra des zr'it t-i) . 

■ Zori -.a srruTi'zura di cc-nnessione meccaniza ed elet:- 
t;rica sec:ndo 1 ' invenzio::e e dunque possitile ::olleg5:2-s 
fra lzr(: due ie^:te o una fezta ed una piastrina jaran- 
tendo l£i sigillatura de 1. _ a p^arte atzivB: c r^iior jme :: zani. - 
ca rispezzc' al 1 ' anibi ente e.-terno. Inclzre, la presente 
struttui^a di o^i-nness -C-ne me :;-canica ed -E lettrioa cc-nsen- 
t.e 1 ' autoallineamento tra le due parti da cznnettere, 
ccme sopra sf)iegato; conserjte la connessione elettrica 
fra ie due p>arzi e, nei raso 'ii strutzure otzicne, pei- 
mette ^ii oztenere un all ineamento c-zticc-. 

Risulza ir.fine zhiaro che al P'rocediiuentC' e al di- 
sp'Ositivc; qui oeszritti ed illustrati p-:-sscno essere ap- 
pcrtate modifiche e varianti senza per questo uscire 



dall' ambit D protettivo della presente invenzione. In 

p)articolare, si sottolinea il fatto che essi consentono 

la connessione anche sdIc me ::cariica fra due p>arti, qua- 

iDra sia necessari connettere le due parti anche in 

P'unti in cui non e necessaric avere connessioni elettri- 

che. In questo caso, le recioni di metallizzazione su 

cui e format::) o a c^i vengon: saidate le relativa reqio- 

ni di "p'luq" poss-jno n:>n essere collegate ele 1 1 r icamen te 

ad altre strut rure. In alternativa, la cc^nnes 5 lone e let- 
s' 

trica alle regioni di metallizzazione puc essere ottenu- 
ta attraversc regicni di inter ronnessione formate al- 
1' interne o al di sopra delle due p-arti, a seconda delle 
esigenze e del m.ateriale di tali parol. L ' isDlamento 
delle regi-ni di "plug" all'interno di cavita di confi- 
naiTiento cniuoe non e mdispensabi le, quale ra non ci sia 
il rischio di contaminazione del materiale eutettico 
delle regioni di "plug". 
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R I V E N D I C A Z I O N I 

1. Pr ocedimento cc»nnettere due corp-i ccstituenti 
p»arti di un micrc sisteiTLa elet tromeccani 30 , fluidico ed 
ottico, caratter izzaro dal fattC' di coiriprendere le fasi 
di : 

f'jrmare, su un primo corpo (2; 44, 50 ) , almeno una 
regione di saldatura (9; 45, 51); 

fr.rTiare, su uri secondo cc-rpj (?; 35), almeno una 
regione ele^ t ricanienre ccnduttrice (20/ 33 1 avente una 

if 

P'rima altezz a; 

fcr:nar-5-, su dertj sezi-ndc- corxio, aln\enc> una regi^ne 

s;::'azi tr i ::£: (21; 33), 12: prossimita di detta regione 

e I '= 1 1 r ic5:.TL€::\t.e condu*: 1 :?.e, :let. t a regic-n-'e spaziitrice 

avendo una seconda altezza, inferi-ire a detta prina al- 
f- _ „ ^ . 

ribalt.3ire unc' ii de^-:z p-rimo e sez::ir.d':' corpo sul- 
I'altro di lietti rrimo e 3e::or.do zorp:-; 

sal(dar detta r e :fi c^ne elettr icament e conduct ri ce 
(2 0; 38) a lietta r^gione ii saldatura (9; 45, 51), fa- 
i::*^ndo collafsare e 2-ifluire detta regi^ne elettricamente 
conduttrice in niDdc che detta p-rin.a altezza diventi pari 
a detza sezc^nda alzezza. 

2. Prc-cediment : sezondo la r ivendicaz ione 1, in cui 
detta regic-ne elet t ri zamenze cc-nduttrize (20; 38) e fat- 
ta di un materiale eutettico basso-f ondente . 
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3. Procediinento seccndo la rivendicazione 2, in cui 
detto materiale eutettico basso-f c ndente e formate- da 
strati aiternati di or-:- e stagnc-. 

4. F'r-Z'ce iiment:- secondo una qualsiasi delle riven- 
dicazioni 1-3, in cui d^-tta regione spaziatrice (21; 39) 
e di mater iale dieletitr i c:; . 

5. E r ■r-cedimenr :-' serc^ndc la rivendicazione 4, in cui 
dett-D materi£ile diele t trico e scelto fra un pi'lim-^rD 
" spinnfito" , i^uale 3Vc, r::liimmide, un materiale ci-mposi- 
t-:; formatC' lia s-trati ii p-climero iaminati, quale unc) 
stirk foil f otcsensibile, e oss ini truri . 

6. F r : re Jim-i'ii-i^ sei-^ndo una qualsiasi delle riven- 
ji::azi:ni 1-5, in c_:i dezza fase di realizzare una re- 
qijne spaziatrice -.21; 39- comprende formare, in detta 
regiijne spaziatrice, una ca\-^it^ di confinamencc (22; 40* 
z i r c'z n iante iezza re g i : ne ele tt r icam.ente conduttr i ce 
(21; 38) e presenrante vclume maggicre di detta regi'^ne 
elerrr i camen te c Miduttr ice . 

7. E'rccediment<: sei'-ini-i una qualsiasi delle riven- 
di::azi':ni 1-6, in cui detta regione spaziatrice (21) 
circ'jn'ia una regione attiva di detto microsistema elet- 
tr-ameccani i a . 

8. Prccedimentc seccnd:) una qualsiasi delle riven- 
diiazi'ini 1-7, ccmipu endente inoltre la fase di realizza- 
re almeno una regione di metallizzazione (19; 37) fra 



detto secondo corpo e detta regione elettricamente con- 
duttrice (21; 38) . 

9. Procedimento secondo la rivendicazione 8, in cui 
detta regione di saldatura (9; 45) e detta regione di 
metallizzazione (19; 37) sono fatte di un materiale 
scelto fra titanic, oro e nichel. 

10. Procedimento secondo una quaisiasi delle riven- 
dicazioni 1-9, in cui detta fase di saldare detta regio- 
ne e:.e ttricaiTiente conduttrice (21; 38} viene eseguita ad 
una tenir^era tura compresa fra 200 e 300*^C. 

11. E rC'Cedimentc- serondc' ur.a quaisiasi delle riven- 
dica::ic'ni 1-10, ccmp rendente inoltre la fase di realiz- 
zare prime region! zi mtercc'nnessione elettrica (14- 
16;) in contatto elettriCiD zon detta rogic^ne elettrica- 
mente conduttrice (2.:) e all'interno di detto secondo 
corp.-:.. 

12. F rc=cediment-: seccndc- una quaisiasi delle riven- 
<iica::icni 1-11, ccmprendento inolrre la fase di realiz- 
zare seconde regiijni di interccc.ness ione eJ.ettrica (6-3; 
4^'. J m concatro e let eric-: cc n detta regione di saldatura 
(9; 4 5, 51) e dl 1 ' in t •.^rn.:- in detto primc' corpc . 

13. Dispooitivo ;i) fcrmante un micrcsistema 6let- 
tromeccanico, fluidico ed ottico formato da almeno un 
prime ed un secondo corpc- (2, 39 saldati fra lore trami- 
te una struttura di connessione meccanica ed elettrica 
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(4; 41), caratterizzato dal fatto che detta struttura di 
connessione meccanica -^d elettrica cc'inprende una regione 
eiettr icamente conduttrice (20; 38) saldata fra detti 
primo e secoiido corpo ed una re-jicne spaziatrice (21; 
3-9) disposta in prossimi ta diL detta regione elettrica- 
mente conduttrice e circondante una regione attiva (29) ; 
47) ii det::o micros is tem=: ele ttromeccanico . 

14. Disji' : sitivo S'l- z-z^rido la r ivendicazic-ne 13, in 
cui detta regione eiettr ican.ente conduttrice (20; 38 i e 
f=Lttr* :ii un nihteriale eurettico t assc-f ondente . 

15. Disr- :-siti\'-:' secind:: la r ivendicazi i-n-ii 14, in 
cui detto materiale eute^iricc* hasso-f c-ndente e fci'miat-:) 
d-s. s*".rat: al T;.-f-rnat.:. di orc' e 5ta?no fusi. 

1':. L'isr'-:-sir i\'o se:::'n:io una qualsi.asi delle riven- 
dicazioni 13-15, in "::ui detta regie ]"ie spaziati ice (.'il; 
3=') e di nateriale dielet^ir i zc . 

17. Disi:-: sirivc sec-:nd:- la rivendicazione 16, in 
cui dettC' materiale dielettrico e scelt-:- fra un polimerc' 
"cpir.natC'" , -rruale S-ja, pc 1 1 iiTunide , un m^iteriale composi- 
te formato -iia strati (ii polimero laminati, quale uno 
stic>: foil f ■r'tC'Sensibile, e ossinitruri. 

13. Disp'Ositivo sez'indo una qualsiasi delle riven- 
dicazic>ni 13-17, in cui detta regione spaziatrice (21; 
3"?) forma una cavita di confinamento (22; 40) circondan- 
te detta regione eiettr icamente conduttrice. 
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19, Disp-ositivo secc'ndc una qualsiasi delle riven- 
dicazioni 13-18, comp'rendente inoltre almeno una regione 
di metallizzazxone (19; 37) estendentesi al di sopra di 
dertc secondo cc rpo (3; 35) e al di sotto di detta re- 

5 gione elett ricamente cc^nduttrice (20; 38). 

20. Disp'Ositivo secondo la rivendicazione 19, in 
cui detta regione di saldatura (9; 45, 51) e detta re- 
gic:ne di mer.allizzazi cne (19; 37) sono fatte di un mate- 
riale sceltC) fra titanic, orc= e nichel . 

it 

10 21. Prc>cedime2"itc per cc<nnettere due corpi costi- 

tuenti parti di un mi ::rosis tema elettromeccanico, flui- 
dico ed ottico e disposir ivc) cosi ctrenuto, sostanzial- 
rnente come de5crirti con riferimento ai disegni allega- 
ti . 

15 p. 1.: STMICF/jELECTR'JNICS S.Fl.L. 
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